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(57) Abstract: The invention relates to a 
method for production of an anisotropic 
conductive film which contains a layer 
of electrically-insulating material and 
conductive inserts therethrough, said 
method comprising the following steps: 
a) fomung at least one layer of material, 
having through-holes, on a substrate, said 
layer being called the perforated layer , 
and b) filling said through-holes to form 
conductive inserts. Said method also 
comprises producing a mask which at least 
partially covers a first end of said conductive 
inserts and etching the unmasked section 
of the end of said conductive inserts, in 
order to obtain conductive inserts with 
tapered ends. Said invention applies to the 
formation of components (chips, integrated 
circuits) with high interconnection density. 

(57) Abrege : L'invention conceme un 
proc^d^ de fabrication d'un film conducteur 
anisotrope comprenant une couche de 
mat^au ^lectriquement isolant et des 
inserts conducteurs traversants, ledit 
proc6d6 comportant les Stapes suivantes : a) 
formation sur un substrat (T) d'au moins une 
couche (21) de mat^riau pr6sentant des trous 
traversants (22), ladite couche 6tant appel^e 
couche ajour6e, b) remplissage des trous 
traversants (22) pour former des inserts 
conducteurs (23). Le proc6d6 comporte en 
outre la realisation d'un masque 

[Suite sur la page suivante] 



wo 2005/010926 A3 lillilllillllllillllllillllllUilillllllllllllillllllllli 



AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO. 
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, H, GB. 
GD, GE, GH, GM, HR, HU. ID, IL. IN, IS, JP, KE, KG, 
KP, KR, KZ. LC, LK, LR, LS. LT, LU. LV, MA, MD, MG, 
MK, MN. MW, MX. MZ, NA. NI, NO, NZ, OM. PG, PH, 
PL, PT, RO, RU, SC. SD, SE, SG. SK, SL. S Y. TJ, TM. TN. 
TR, TT, TZ, UA, UG, US. UZ. VC, VN. YU. ZA, ZM, ZW. 

(84) Etats designes (sauf indication contraire, pour tout titre 
de protection regionale disponible) : ARJPO (BW, GH, 
GM. KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, 
ZW), eurasien (AM, AZ, BY. KG, KZ, MD, RU. TJ, TM), 
euiopden (AT. BE. BG. CH, CY. CZ, DE, DK, EE. ES. FI, 
FR, GB. GR. HU. IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, 



SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA. GN, GQ, 
GW. ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Publiee : 

— avec rapport de recherche Internationale 

(88) Date de publication du rapport de recherclie 

internationale: 9 septembie 2005 

En ce qui conceme les codes d, deux lettres et autres abr^via- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abreviations'* figurant au d^but de chaque nurniro ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



(26) recouvrant partiellement una premiere extr6mit6 des inserts conducteurs (23) et la gravure de la partie non inasqu6e de I'ex- 
tr^mit6 des inserts conducteurs (23) de fagon k obtenir des inserts conducteurs (23) k extr6mit6s en pointe. L'invention s'applique ^ 
la formation de composants (puces, circuits int6gr6s) ^ haute density d'interconnexions. 



